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54 PROCESS FOR PRODUCING A DIELECTRIC LAYER INCLUDING RELIEF 
PATTERNS, ON A PLASMA PANEL PLATE 



57 The present invention relates to a process for the 
fabrication, on a plasma panel sheet (3a), of a dielectric 
layer (6a) including relief patterns (11a). 

Conforming to the invention, a vitreous layer is 
produced on a plasma panel plate (3a); a mold (Ml) 
carrying patterns (B1.B2) in relief is applied on the 
vitreous layer (Vt), then the plate (3a) and the mold (Ml) 
are heated until a flow effect is obtained in the vitreous 
layer (Vt) which causes the latter to conform to the 
shape of the mold. 

The process of the invention thus permits the 
production, simultaneously and with improved qualities 
in relation to the prior art, of a dielectric layer (6a) 
bearing patterns such as, for example, barrier ribs (11a). 

The invention is especially applicable in plasma panels 
of the alternative type. 
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PROCESS FOR PRODUCING A DIELECTRIC LAYER 
WITH RELIEF PATTERNS, ON A PLASMA PANEL 

The present invention relates to a process for the fabrication on a 
plasma panel of a dielectric layer including patterns in relief. The 
invention finds an especially interesting application in plasma panels of 
the alternative type. 

The plasma panels (shortened to "PDP" in the course of the 
description) are image visualization [display]* screens of the "flat screen" 
type, operating on the principle of a discharge in gases. 

The PDP's generally include two insulating plates, each carrying one 
or more systems of electrodes, and defining between them a space filled 
with gas. The plates are assembled in such a way that the electrode systems 
are orthogonal. Each intersection of electrodes defines a cell with a 
corresponding gaseous space, a gaseous space in which an electrical 
discharge is produced with each activation of the cell. 

Figure 1 represents, by way of example in a partial and simplified form, a 
standard structure of an alternative color PDP. It should be noted that there 
are different types of alternative PDP's, among which, for example, can be 
mentioned : those of the type using only two crossed electrodes to define 
and command a cell, as described particularly in a French patent published 
under the number 2 417 848 ; or even those of the type called "of coplanar 
structure", in which the structure and operation are described for example 

* translator's note square brackets [. . .] Indicate alternative translation. 
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in the documentation of European patent EP-A-0. 135.382. The alternative 
PDP's have one common characteristic, which is that of presenting during 
operation an internal memory effect, due to the fact that their electrodes 
are insulated from the gas and from the discharge by a layer of a dielectric 
material. 

In the example of figure 1, the PDP is of the type with two crossed 
electrodes defining a cell. It contains two substrates or plates [tiles] 2, 3, of 
which one is a plate in front of 2, that is, that the plate that is on the side of 
the observer (not shown) ; this plate carries a first system of electrodes 
called "row electrodes" t of which only 3 electrodes Yl, Y2, Y3 are shown. 
The row electrodes Yi to Y3 are covered with a layer 5 of a dielectric 
material. 

The second plate 3 forms the rear plate, opposite the observer ; it 
carried a second system of electrodes called "column electrodes", of which 
only 5 electrodes XI to X5 are shown. The two plates 2,3, are of the same 
material, generally of glass. These two plates 3, 3 are designed to be 
assembled with respect to each other in such a manner that the system of 
rows and columns of electrodes are orthogonal with respect to each other., 

On the rear plate 3, the column electrodes XI to X5 are arranged 
according to a step P, understood for example as between 100 jimand 500 nm 
according to the definition of the image. They are also covered with a layer 
6 of a dielectric material, currently having a thickness el on the order of 
20 ^m to 30 fim. In the example shown, the dielectric layer 6 is itself 
covered by layers of phosphorescent materials forming bands [strips] 7, 8, 
9, corresponding respectively for example to the colors green, red and 
blue. The rear plate 3 includes in addition a system of barriers 11, parallel 
to the column electrodes XI to X5 as well as to the phosphor bands 7 to 9. 
These barriers 1 1 are arranged between adjacent phosphor bands in such 
a way as to separate them. 

The PDP is formed after the assembly of the front and rear plates 2, 
3, an assembly that creates an array of cells CI to Cn. The cells are thus 
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as confinement, which relates to the insulation of the cells with respect to 
the other cells. 

These different conditions are difficult to obtain with the standard 
methods of fabrication- 
Figure 2 represents a barrier created in the classic way by 
superposed layers : a plate 20 carries electrodes 2 1 , themselves covered 
with a dielectric layer 22 ; a barrier 23 is formed on the layer 22, by a 
number N of successive serigraphic operations, each producing a layer 
Csl, . . CsN ; the number N may be understood for example as between 10 
and 20 as a function of the height HI to be attained. 

A disadvantage in this method lies in the high number of 
serigraphic operations required to obtain the height HI. Another 
disadvantage is in the irregular profile of the edges of the barrier 23, 
which results from the impossibility of a perfect superposition of the 
successive layers Csl to CsN. Another disadvantage, finally, is that the 
height of the barrier is difficult to obtain with all the precision required, 
as the different layers Csl to Csn do not have a uniform thickness. 

Another standard method of producing the barriers utilizes sanding 
operations (not shown). It consists of protecting the zones designed to 
constitute the barriers by masking and then by sanding to remove the 
material fron the non-protected zones. One of the weaknesses of this 
method is that the geometry of the barriers is limited, notably the edges are 
of necessity completely vertical and do not favor the luminescent yield. 
Another disadvantage lies in the risk of degrading the underlying 
dielectric layer during the sanding operation, which demands that a large 
number of especially punitive precautions be taken. Finally, a serious 
disadvantage in this method is that it produces large quantities of sand 
contaminated by the heavy metals contained in the layers subjected to 
sanding, which must therefore be re-treated [recycled]. 

The present invention proposes a process for creating a PDP plate, 
in a way that is simple and free of the defects and disadvantages mentioned 
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above, [and] simultaneously, a dielectric layer and the relief patterns such 
as for example the barrier system described earlier. 

According to the invention, a process for producing a dielectric 
layer including relief patterns on a plasma panel plate, consisting of 
depositing a layer containing a glass frit on the plate, then vitrifying this 
layer which is then called a vitreous [glassy] layer", characterized in that 
[the process] consists of then pressing a mold bearing the relief patterns 
onto the vitreous layer , and of heating the unit formed by the mold and the 
plate carrying the vitreous layer to the point of obtaining a flow [ creep] 
effect in the vitreous layer which brings about the conformation of the 
vitreous layer to the shape of the mold. 

By the term "relief pattern" we intend to define, with respect to the 
surface of the dielectric layer, the elevated elements forming bosses or 
projections as the barriers 11 , with the hollows [forming] the resists Epl 
to Epn, for example. 

The invention will be better understood in reading the following 
description, given by way of non-restrictive example, with reference to 
the attached figures, among which : 

- figure 1 already described, represents a color plasma panel of a 
standard structure ; 

- figure 2 represents the fabrication of a barrier shown in figure 
1 by a process of the prior art; 

- figure 3 illustrates a first step in the process of the invention ; 

- figure 4 represents the use of a mold in a succeeding step of the 
process according to the invention ; 

- figure 5 represents a dielectric layer obtained according to the 
process of the invention ; 

- figure 6 illustrates the production of a dielectric layer by the 
process of the invention, on a pre-existing dielectric layer. 

Figure 3 is a partial representation of a plate 3a intended for 
example to constitute a rear PDP plate similar to the rear plate 3 shown in 
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(through incorporation of titanium in its composition), so as to form a 
white background in a PDP plate designed to direct the light towards the 
front ; the flow characteristics of such a dielectric are quite mediocre, and 
this initial layer would therefore not be affected by the treatment 
necessary to obtain the- dielectric layer of the invention. 
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1. Process for producing a dielectric layer (6a) inclidung relief 
patterns (11a) , on a plasma panel plate (3a), consisting of depositing on 
the plate (3a) a layer (Ci) containing a frit of glass, then of vitrifying 
this layer which then becomes a vitreous layer (Vt), characterized in that 
it consists next of pressing onto this vitreous layer a mold (Ml) bearing 
the relief patterns (11a) and of heating the assembly shaped by the mold 
(Ml) and the plate (3a) carrying the vitreous layer (Vt), until a flow 
effect is obtained in the vitreous layer (Vt) that causes the latter to 
conform to the shape of the mold (Ml) and to constitute the dielectric 
layer (6a) and the patterns (11a). 

2. Process according to Claim 1, wherein the relief patterns are of 
barriers (11a) of the carrier barrier type fulfilling a spacer function. 

3. Process according to one of the preceding claims, wherein the 
relief patterns are barriers (11a) of the type fulfilling a confinement 
function. 

4. Process according to one of the preceding claims, wherein the 
process consists of pressing the mold (Ml) onto the vitreous layer (Vt) 
with a pneumatic pressure exerted on the mold (Ml) and the plate (3a). 

5. Process according to one of Claims 1 to 4, wherein the process 
consists of installing a partial vacuum between the mold (Ml) and the 
plate (3a) in order to press the mold (Ml) onto the vitreous layer (Vt). 

6. Process according to one of the preceding claims, wherein the 
pressure of the mold (Ml) on the vitreous layer (Vt) is less than about 
9.10 4 Pa. 
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7 Process according to one of the preceding claims, wherein the 
dielectric layer (6a) obtained has a thickness (e4) resulting from a 
thickness (e3) produced in the vitreous layer (Vt). 

8. Process according to one of the preceding claims, wherein the 
process consists of forming the dielectric layer (6a) containing the 
patterns (11a) on a layer referred to as initial (31) , already produced on 
the plate (3a). 

9. Process according to the preceding claim, wherein the initial 
layer (31) is a dielectric layer whose softening temperature is higher 
than the temperature towhich the vitreous layer (Vt) is subjected in order 
to obtain its flow. 

10. Process according to one of Claims 8 or 9, wherein the initial 
layer (31) is white. 

11. Process according to one of the preceding claims, wherein the 
mold (Ml) is made of a metal plate whose face (32) carries the patterns 
(Bl, B2) to be molded 

12. Process according to one of Claims 1 to 10, wherein the mold 
(Ml) includes a glass substrate (SM). 

13. Process according to the preceding Claim, wherein the glass 
substrate (SM) carries a metallic deposit (Dm) on one face {32), on which 
the patterns (Bl, B2) to be molded have been produced . 

14. Plasma panel plate obtained by the operation of the process 
following one of claims 1 to 13, including at least one system of electrodes 
(XI, X2), a dielectric layer (6a), barriers (11a), is characterized in that the 
dielectric layer (6a) and the barriers (11a) are comprised of the same 
layer (Vt) of a vitrified material. 

15. Plasma panel plate according to Claim 14, wherein the dielectric 
layer (6a) and the barriers (11a) are obtained by a molding operation. 
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9. Procede suivant ta revendication precedente, caracterise en ce 
que la couch initiate (31) est une couche di 'lectrique dont ta t mperature 
de ramollissement est plus elevee que la temperature a laquelle est soumise 
la couche vitreuse (Vt) pour obtenir son fluage. 

10. Procede suivant Tune des revendi cations 8 ou 9, caracterise 
en ce que la couche initiale (31) est blanche. 

11. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 
caracterise en ce que le moule (M1) est fait d'une plaque metallique dont 
une face (32) porte les motifs (B1 , B2) a mouler. 

12. Procede suivant Tune des revendications 1 a 10, caracterise 
en ce que le moule (M1) comporte un support en verre (SM). 

. 13. Procede suivant la revendication precedente, caracterise en 
ce que le support en verre (SM) porte sur une face (32) un depot metallise 
(Dm) sur lequel sont realises les motifs (B1, B2) a mouler. 

14. Dalle de panneau a plasma obtenue par la mise en oeuvre du 
procede suivant Tune des revendications 1 a 13, comportant au moins un 
reseau d'electrodes (X1, X2), une couche dielectrique (6a), des barrieres 
(11a), est caracterisee en ce que la couche dielectrique (6a) et les barrieres 
(11a) sont constitutes par une meme couche (Vt) d'un materiau vitrifie. 

15. Dalle de panneau a plasma suivant la revendication 14, 
caracterise en ce que la couche dielectrique (6a) et les barrieres (11a) sont 
obtenues par une operation de moulage. 
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REVENDICATIONS 



1. Procede pour realiser une couche dielectrique (6a) comportant 
des motifs (11a) en relief, sur une dalle (3a) de panneau a plasma, 
consistant a deposer sur la dalle (3a) une couche (Ci) contenant une fritte 
de verre, puis a vitnfler cette couche qui devient alors une couche vitreuse 

5 (Vt), caracterise en ce qu'il consiste ensuite a presser sur la couche vitreuse 
un moule (M1) portant les motifs (11a) en relief et a chauffer Tensemble 
forme par le moule (M1) et la dalle (3a) portant la couche vitreuse (Vt), 
jusqu'a obtenir un effet de fluage de la couche vitreuse (Vt) qui conduit cette 
demiere a epouser la forme du moule (M1) et constituer la couche 
1 o dielectrique (6a) et les motifs (11a). 

2. Procede suivant la revendication 1, caracterise en ce que les 
motifs en relief sont des barrieres (11a) du type barrieres porteuses 
remplissant une fonction d'entretoise. 

3. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 
15 caracterise en ce que les motifs en relief sont des barrieres (11a) du type 

remplissant une fonction de confinement. 

4. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'il consiste a presser le moule (M1) sur la couche 
vitreuse (Vt) par une pression pneumatique exercee sur le moule (M1 ) et la 

20 dalle (3a). 

5. Procede suivant Tune des revendications 1 a 4, caracterise en 
ce qu'il consiste a installer un vide partiel entre le moule (M1) et la dalle 
(3a), afin de presser le moule (M1) sur la couche vitreuse (Vt). 

6. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 

25 caracterise en ce que la pression du moule (M1) sur la couche vitreuse (Vt) 

4 

est inferieure a environ 9.10 Pa. 

7. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 
caracterise en ce que la couche dielectrique (6a) obtenue, a une epaisseur 
(e4) qui resulte d'une epaisseur (e3) conferee a la couche vitreuse (Vt). 

30 8. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 

caracterise en ce qu'il consiste a former la couche dielectrique (6a) 
comportant des motifs (11a), sur une couche dite initiale (31) deja realisee 
sur la dalle (3a). 



BNSDOCID: <FR 2764436A1.L> 



2764438 * 



9 



conduisant d la couche dielectrique et aux barrteres obtenues par le precede 
de ('invention. La couche initiate 31 pourrait dans ce cas constituer par 
exemple un dielectrique blanc (par incorporation de titane dans sa 
composition), de fa$on a former un fond blanc destine dans une dalle de 
5 PAP £ renvoyer la lumiere vers I'avant ; les caracteristiques de fluage d'un 
tei dielectrique sont tr6s mediocres, et cette couche initiale ne serait done 
pas affectee par le traitement necessaire a obtenir la couche dielectrique de 
('invention. 
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barrieres 11a, des decrochements 28, c' st a dire des diminutions localisees 
de cette hauteur, permettant d'obtenir au niveau des cellules un effet dit tie 
conditionnement des cellules"; les creux des barrieres B1, B2 du moule M1 
peuvent comporter a cet effet un bossage approprie {non represented 
5 L'epaisseur e3 de la couche vitreuse Vt presentee d la figure 4, 

doit permettre de conferer les valeurs voulues a la hauteur H1 des barrieres 
11a et a l'epaisseur e4 de la couche dielectrique 6a. On peut determiner 
l'epaisseur e3 de la couche vitreuse Vt, en fonction de la hauteur H1 des 
barrieres 11a et de leur largeur Lg, du pas P de ces barrieres, et enfin de 
10 l'epaisseur e4 de la couche dielectrique 6a, par la relation qui suit : 
e3 = e4 + H1 x Lg/P 

. It est a remarquer que dans ces conditions, la valeur de 
l'epaisseur e4 de la couche dielectrique 6a peut etre ajustee, par l'epaisseur 
e3 de la couche vitreuse Vt. 

15 Le moule M1 peut etre constitue par une plaque de metal, dont 

une face 32 porte les motifs 2 reproduire, obtenus par exempie par une 
technique d'electroformage ou une technique de gravure. 

En vue de reduire des variations dues aux differences entre les 
coefficients de dilatation thermique de la dalle 3a et du moule M1 (en 

20 reference a nouveau a la figure 4), ce dernier peut etre constitue par un 
support ou dalle en verre SM metallisee, dont le depot metallique Dm a ete 
electroforme pour realiser les motifs a reproduire. 

Dans I'exemple decrit plus haut, la couche dielectrique 6a et les 
barrieres 11a sont realisees directement sur la dalle 3a. Mais le procede de 

25 ('invention permet aussi de les realiser sur une couche dite Initiale" en 
materiau dielectrique par exempie, des lors que la temperature de 
ramollissement de cette couche initiale est plus elevees que celle qui permet 
d'obtenir I'effet de fluage ci-dessus decrit de la couche vitreuse Vt. Une telle 
situation peut se rencontrer par exempie, quand on souhaite isoler les 

30 electrodes par un dielectrique fait de couches dielectriques de natures 
differentes. 

Cette configuration est representee a la figure 6, dans laquelle 
une dalle 3b comporte un support en verre 30 portant des electrodes X1, 
X2 ; ces electrodes sont recouvertes par une couche dielectrique 31 formant 
35 la couche initiale, qui elle meme est recouverte par la couche vitreuse Vt 
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34 de ta dalle 3a, on forme un espace interieur 26 dans lequ I p ut etre 
installe un vide partiel. A cet effet le moule M1 est traverse a sa peripheric 
par un canal 27, allant de sa face interieure 32 portant tes motifs jusqu'a sa 
face exterieure, afin de mettre en communication des moyens d'aspirations 
5 classiques (non represented) avec I'espace interieur 26. 

La figure 5 represente la dalle 3a sur laquelle sont formees, suite 
a I'application du moule M1 et suivant le procede de ('invention, une couche 
dielectrique 6a portant des barrieres 11a. II et a noter que le parametre 
pression d'application du moule est important, car de lui depend 

10 particulierement I'absence de defauts dans certaines parties ou zones Z1 
particulierement comprimees de la couche dielectrique 6a. Dans I'exemple 
non limitatif represente, ces zones Z1 les plus comprimees ont une 
epaisseur e4 qui est la plus faible, et correspondent aux zones dans 
lesquelles, dans chaque cellule, se produisent les decharges electriques ; 

15 ces zones Z1 doivent en consequence presenter la meilleure rigidite 
dielectrique. 

L'application du moule M1 avec une pression obtenue en 
installant un vide partiel entre la dalle 3a et le moule, comme mentionne ci- 
dessus, non seulement permet d'assurer une bonne uniformite de I'intensite 

20 de cette pression, mais il permet aussi d'eltminer plus facilement de la 
couche dielectrique 6a d'eventuelies bulles, dont la presence est nefaste a 
la bonne tenue electrique, et ceci tout particulierement dans les zones Z1. 
En consequence, la presence d'une telle depression entre la dalle 3a et le 
moule M1, autoriserait une temperature de cuisson initiale de la fritte de 

25 verre plus faible, par exemple 500 a 540 °C au lieu de 550 a 600 °C comme 
indique precedemment. 

Outre qu il permet, d'obtenir une meilleure qualite de la couche 
dielectrique 6a, le procede de I'invention offre I'avantage de realiser 
simultanement la couche dielectrique 6a et les barrieres 11a t avec un 

30 nombre d'operations tres inferieur a celui qui est necessaire avec les 
methodes connues. II permet egalement de fa^on simple, de conferer aux 
barrieres 11a le profil (notamment I'inclinaison de leurs flancs) et la hauteur 
H1 souhaites, avec une bonne reproduction de cette hauteur pour toutes les 
barrieres. II est a noter qu'il est possible egalement et beaucoup plus 

35 facilement que dans Tart anterieur, d'amenager dans la hauteur H1 des 
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qui dans I'exemple sont d s bameres apparaissant en formes d creux B1, 

B2. Les barrier s peuvent etre de type barrier s porteus s et r mplir une 

fonction d'entretoise. Elles peuvent remplir une fonction de confinement 

c'est-a-dire d'isolement entre cellules. 

5 L'ensemble, forme par le moule M1 et la dalle 3a portant la 

couche vitreuse Vt est alors chauffe, dans un four par exemple, jusqu'a une 

temperature qui favorise le fluage de la couche vitreuse Vt. Le fluage est un 

effet dans lequel se produisent des emplacements de matiere sur de courtes 

distances, de I'ordre par exemple de quelques centaines de microns. Dans 

10 le cas present, en combinaison avec la force avec laquelle le moule M1 est 

applique sur la couche vitreuse Vt, le fluage permet a cette couche vitreuse 

d'epouser la forme du moule M1 ; quand les creux du moule M1 sont 

remplis, la forme et I'epaisseur n'evoluent plus. Bien entendu le moule M1 

doit etre presse sur la couche interm&jiaire vitrifiee Vt, avec une pression 

15 relativement homogene pour toute la surface de cette couche, par exemple 

4 

inferieure a environ 0,9 bar soit 9.10 Pa. 

En fait les conditions de fluage de la couche vitreuse Vt 
dependent a la fois de sa nature (sa composition chimique et done sa 
viscosity a la temperature de traitement), et des trois parametres suivants : 

20 temperature, temps, et pression de ptacage du moule M1 e'est a dire la force 
avec laquelle ce dernier est maintenu applique contre la couche 
intermediate vitrifiee Vt. Ainsi par exemple, on obtient un fluage satisfaisant 
dans le cas d'un verre du type PbO, B203, Si02 (dont la temperature de 
transition vitreuse est de I'ordre de 410 °C), en chauffant l'ensemble forme 

25 par le moule M1 et la dalle 3a a une temperature de I'ordre de 460 °C, 
pendant environ 0,5 heure, et avec une pression correspondant 
sensiblement a 0,5 atmosphere. Une augmentation de la pression permet de 
require la duree et/ou la temperature du traitement. 

Une maniere relativement simple et en elle meme bien connue 

30 pour assurer une pression homogene sur le moule M1, peut consister par 
exemple en une pression pneumatique exercee sur le moule et la dalle 3a. 
Mais cette pression homogene peut aussi etre realisee en creant une 
depression entre le moule M1 et la dalle 3a, comme illustre a la figure 4. La 
figure 4 montre qu'a I'aide d'un joint d'etancheite 25, dispose entre la dalle 

35 3a et le moule M1 a la peripherie de ces derniers, pr*s d'un bord ext'rieur 
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L'invention sera mieux comprise a la lecture de ta description qui 
suit, faite a titre d'exemple non limitatif en reference aux figures annexees, 
parmi lesquelles : 

- la figure 1 deja decrite represente une structure classique de 
5 panneau £ plasma couleur ; 

- la figure 2 represente la fabrication par un precede de Tart 
anterieur, d'une barriere montree a la figure 1 ; 

- la figure 3 illustre une premiere etape du procede de l'invention ; 

- la figure 4 represente ('utilisation d'un moule dans une etape 
10 suivante du procede de ('invention ; 

- la figure 5 represente une couche dielectrique obtenue suivant 
le procede de l'invention ; 

- la figure 6 illustre la realisation d'une couche dielectrique par le 
procede de l'invention, sur une couche dielectrique deja existante. 

15 La figure 3 represente de facon parttetle, une dalle 3a destinee 

par exemple a constituer une dalle arriere de PAP semblable a la dalle 
arriere 3 montree a la figure 1. La dalle 3a porte un reseau d'electrodes X1, 
X2 obtenues de facon classique, et dont seulement deux electrodes sont 
representees pour simplifter la figure. 

20 Le procede de l'invention consiste dans un premier temps, a 

deposer par serigrapie par exemple, sur ta surface en verre de la dalle 3a, et 
par dessus les electrodes X1, X2, une couche Ci appelee couche 
intermediaire" La couche intermediaire Ci est faite d'une pate contenant une 
fritte de verre de composition classique, deposee avec une epaisseur e2. 

25 Apres sechage de la couche intermediaire Ci, on la soumet a une 
temperature dite de cuisson de I'ordre par exemple de 550 a 600 °C , elle 
est alors vitrifiee et constitue une couche vitreuse Vt montree a la figure 4. II 
est a observer que la couche vitreuse Vt possede une epaisseur e3 
inferieure a I'epaisseur e2 de la couche intermediaire Ci, dans un rapport qui 

30 peut varier notamment en fonction de la composition de la couche ; ce 
rapport peut etre voisin de 2 par exemple, et pour une composition donnee, 
il est connu et parfaitement reproductible. 

Dans une phase suivante illustree a ta figure 4, on applique sur la 
couche vitreuse Vt un moule M1, represente au dessus de la dalle 3a. Le 

35 moule M1 porte des motifs qui sont a mouler dans la couche vitreuse Vt, et 
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de la barriere 23, qui resulte de I'impossibilite d'une parfaite superposition 
des couches successives Cs1 a CsN. Un autre inconvenient enfin est que la 
hauteur de la barriere est difficile a obtenir avec toute la precision requise, 
car les differentes couches Cs1 a Csn n'ont pas une epaisseur uniforme. 
5 Une autre methode classique de realisation des barrieres, utilise 

des operations de sabiage (non representees). Elle consiste a proteger par 
un masque les zones destinees a constituer les barrieres, puis par sabiage, 
a dter la matiere des zones non protegees. L'un des defauts de cette 
methode est que la geometrie des barrieres est limitee, notamment les 

10 flancs sont obligatoirement entierement verticaux et ne favorisent par le 
rendement lumineux. Un autre inconvenient reside dans le risque de 
degrader4a couche dielectriques sous-jacente durant Toperation de sabiage, 
et qui oblige a prendre un grand nombre de precautions particulierement 
penalisantes. Enfin un grave inconvenient de cette methode, est qu'elle 

15 engendre de grandes quantites de sable pollue par des metaux lourds 
contenus dans les couches soumises au sabiage, et qu'il faut done retraiter. 

La presente invention propose un procede permettant de realiser 
sur une dalle de PAP, d'une maniere simple et sans les defauts et 
inconvenients ci-dessus cites, simultanement, une couche dielectrique et 

20 des motifs en reliefs tels que par exemple le reseau de barrieres decrites 
plus haut. 

Suivant ('invention, un procede pour realiser une couche 
dielectrique comportant des motifs en relief, sur une dalle de panneau a 
plasma, consistant a deposer sur la dalle une couche contenant une fritte de 

25 verre, puis a vitrifier cette couche qui est alors appelee "couche vitreusel 
est caracterise en ce qu'il consiste ensuite a presser sur la couche vitreuse 
un moule portant les motifs en relief, et a chauffer I'ensemble forme par le 
moule et la dalle portant la couche vitreuse, jusqu'a obtenir un effet de 
fluage de la couche vitreuse qui conduit la couche vitreuse a epouser la 

30 forme du moule. 

Par le terme Tnotif en reliefnous entendons definir, par rapport a 
la surface de la couche dielectrique, aussi bien des elements en elevation 
formant bosses ou saillies comme les barrieres 11, que des elements en 
creux comme les epargnes Ep1 a Epn par exemple. 
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Les couches dielectriques 5, 6 remplissent d nc une fonction 
particulierement importante. EHes sont generalement realisees par cuisson 
d'une fritte de verre : la cuisson denstfie la fritte jusqu'a former un verre. 
Malheureusement il est courant que cette methode laisse persister dans ce 
5 verre des defauts tels que des bulles, ou des depressions (qui engendrent 
une epaisseur trop faible), voire meme des trous. Ces differents defauts 
constituent des points faibies dans la tenue en tension de ces dielectriques. 
Dans le cas par exemple de la couches dielectrique 6, elle doit avoir des 
tensions de claquage superieures a quelques centaines de volts. 

10 Un autre point delicat dans la fabrication des PAP, est cetui de la 

realisation des barrieres 11. Ces barrieres remplissent couramment une 
fonction d'entretoise : elles servent a determiner la distance d'ecartement 
entre la dalle avant 2 et la dalle arriere 3. Cette distance d'ecartement est 
alors donnee par la hauteur H1 des barrieres 11, hauteur H1 qui est souvent 

15 comprise entre 50 urn et 150 urn suivant les applications. Ceci exige d'une 
part, que la hauteur H1 soit obtenue avec une grande precision, pour donner 
a la decharge ses qualites optimales, et d'autre part que la dispersion dans 
la valeur de la hauteur H1, entre les differentes barrieres, soit tres faible. 
Les barrieres doivent en outre presenter une geometrie appropriee a 

20 favoriser le rendement lumineux de la structure. II est a noter que les 
barrieres 11 peuvent en outre remplir une autre fonction dite de 
confinement, qui se rapporte a isolation des cellules les unes par rapport 
aux autres. 

Ces differentes conditions sont difficiles a obtenir avec les 
25 methodes de fabrication classiques. 

La figure 2 represente une barriere realisee de facon ciassique 
par des couches superposees : une daile 20 porte des electrodes 21, elles- 
memes recouvertes d'une couche dielectrique 22 ; une barriere 23 est 
formee sur la couche 22, par un nombre N d'operations de serigraphies 
30 successives, ayant produit chacune une couche Cs1,. M CsN ; le nombre N 
peut etre compris par exemple entre 10 et 20 en fonction de la hauteur H1 a 
atteindre. 

Un inconvenient de cette methode reside dans le nombre eleve 
des operations de serigraphie qu'il est necessaire d'effectuer pour obtenir la 
35 hauteur H1. Un autre inconvenient reside dans le profil irregulier des f lanes 
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Y2, Y3 sont represents s. L s electrodes lignes Y1 a Y3 sont recouvertes 
d'une couche 5 d'un materiau dielectrique. 

La seconde dalle 3 forme la dalle arriere, efie est £ I'oppose de 
I'observateur ; elle porte un second reseau d'electrodes appelees 
5 Electrodes colonnes" dont seulement 5 electrodes X1 a X5 sont 
representees. Les deux dalles 2, 3, sont en un meme materiau, 
generalement du verre. Ces deux dalles 2, 3 sont destinees a etre 
assemblies Tune a I'autre, de facon que les reseaux d'electrodes lignes et 
colonnes soient orthogonaux Tun par rapport a I'autre. 

10 Sur la dalle arriere 3, les electrodes colonnes X1 a X5 sont 

disposees suivant un pas P, compris par exemple entre 100 um et 500 urn 
suivant la definition de I'image. Elles sont elles aussi recouvertes d'une 
couche 6 de materiau dielectrique, ayant couramment une epaisseur e1 de 
I'ordre de 20 um a 30 um. Dans I'exemple represents, la couche dielectrique 

15 6 est elle-meme recouverte de couches de materiaux luminophores formant 
des bandes 7, 8, 9, correspondent par exemple respectivement aux couleurs 
vert, rouge et bleu. La dalle arriere 3 comporte en outre un reseau de 
barrieres 11, paralleles aux electrodes colonnes X1 a X5 ainsi qu'aux 
bandes luminophores 7 a 9. Ces barrieres 11 sont disposees entre deux 

20 bandes luminophores adjacentes de facon a les separer. 

Le PAP est forme apres I'assemblage des dalles avant et arriere 
2, 3, assemblage qui realise une matrice de cellules C1 a Cn. Les cellules 
sont alors definies a I'intersection chacune entre une electrode ligne Y1 a Y3 
et une electrode colonne X1 a X5, et comportent chacune une zone de 

25 decnarge dont la section correspond sensibtement a des surfaces dites 
utiles" formees par les surfaces en regard des deux electrodes croisees. 
Les cellules C1 a Cn sont materialisees sur la figure par des epargnes Ep1 a 
Epn realisees dans les bandes luminophores 7 a 9. Dans I'exemple 
represente, des intersections realisees par la premiere electrode ligne Y1 

30 avec les electrodes colonnes X1 a X5 definissent une ligne de cellules C1 a 
C5, materialisees par des epargnes respectivement Ep1 a Ep5. Pour chaque 
cellule, la decnarge dans le gaz engendre des charges electriques qui 
s'accumulent sur les dielectriques 5, 6 en regard des electrodes lignes et 
colonnes, c'est a dire au droit des epargnes Ep1 a Epn. 
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PROCEDE DE REALISATION D'UNE COUCHE DIELECTRIQUE 
COMPORTANT DES MOTIFS EN RELIEF, SUR UNE DALLE DE 
PANNEAU A PLASMA 

La presente invention concerne un procede pour la fabrication, 
sur une dalle de panneau a plasma, d'une couche dielectrique comportant 
des motifs en relief. L'invention trouve une application particulierement 
interessante avec les panneaux a plasma du type alternatif. 
5 Les panneaux a plasma (appeles en abrege PAP" dans la suite 

de la description) sont des ecrans de visualisation d'image du type ecran 
plat", qui fonctionnent sur le principe d'une decharge dans les gaz. 

.Les PAP comprennent generalement deux dalles isolantes, 
portant chacune un ou plusieurs reseaux d'electrodes, ei deiimitant entre 

10 elles un espace rempli de gaz. Les dalles sont assemblies Tune a I'autre de 
maniere que les reseaux d'electrodes soient orthogonaux. Chaque 
intersection d'electrodes definit une cellule a laquelle correspond un espace 
gazeux, espace gazeux dans lequel est produite une decharge electrique a 
chaque activation de la cellule. 

1 5 La figure 1 represents a titre d'exemple, de maniere partielle et 

simplifiee, une structure classique d'un PAP alternatif couleur. II est a noter 
que Ton trouve differents types de PAP atternatifs, parmi lesquels par 
exemple on peut citer : ceux du type utilisant seulement deux electrodes 
croisees pour definir et commander une cellule, comme decrit notamment 

20 dans un brevet francais publie avec le n° 2 417 848 ; ou encore ceux du type 
appele " a structure coplanaire " dont la structure et le fonctionnement sont 
decrits par exemple dans le document de brevet europeen EP-A- 0.135.382. 
Les PAP alternatif s ont une caracteristique commune, qui est de presenter 
en fonctionnement un effet de memoire interne, du au fait que leurs 

25 electrodes sont isolees du gaz et de la decharge par une couche d'un 
materiau dielectrique. 

Dans I'exemple de la figure 1, le PAP est du type a deux 
electrodes croisees pour definir une cellule. II comporte deux substrats ou 
dalles 2, 3, dont Tune est une dalle avant 2, c'est a dire la dalle qui est du 

30 cote d'un observateur (non represente) ; cette dalle porte un premier reseau 
d'electrodes appelees electrodes lignes" dont seulement 3 electrodes Y1, 
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<?4) PROCEDE DE REALISATION D'UNE COUCHE DIELECTRIQUE COMPORTANT DES MOTIFS EN RELIEF, SUR 
UNE DALLE DE PANNEAU A PLASMA. 

(57) La presente invention concerne un procede pour la fa- 
brication, sur une dalle (3a) de panneau a plasma, d'une 
couche dielectrique (6a) comportant des motifs en relief 
(11 a). 

Conformement a I'invention. une couche vitreuse (Vt) 
est realises sur une dalle (3a) de panneau a plasma; un 
moule (M1 ) portant des motifs (B1 , B2) en relief est applique 
sur la couche vitreuse (Vt). puis la dalle (3a) et le moule 
(M1) sont chauffes jusqua obtenir un effet de fluage de la 
couche vitreuse (Vt) qui conduit cette derniere a epouser la 
forme du moule (M1). 

Le procede de i'invention permet ainsi de realiser. simul- 
tanement et avec des qualites ameliorees par rapport a Tart 
anterieur, une couche dielectrique (6a) portant des motifs 
tels que par exemple des barrieres (1 1 a). 

L'invention s'applique notamment aux panneaux a plas- 
ma de type alternatif. 
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